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플라스마를사용하

지않는에칭만을분

류하여증기에칭및

광에칭으로분류하

였으며, 플라스마를

사용하는에칭에대

해서는에칭기구에

따라서화학적에칭

장비, 물리적에칭장

비, 물리·화학적에

칭장비로분류하였

다. 또한, 플라스마

에사용되는에칭대

상물질과플라스마

공정제어를포함하

여플라스마에칭대

상물질및플라스마
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기술의 개요
에칭(식각, etching)

기술은반도체제조공

정에서웨이퍼또는웨

이퍼위에증착된박막

의일부분을선택적으

로제거함으로써원하

는형태의초미세구조

물을형성하는데사용

되는기술로서, 세부기

술별특허동향을살펴

보면아래와같다.

특허정보분석
반도체제조용에칭

기술의특허동향에있

어서습식에칭과건식에칭에사용되는에칭장비

의특징과에칭대상물질의종류에따라에칭기

술을분류하여특허를분석한다. 

습식에칭은에칭장비와에칭대상물질로분류

하였으며, 에칭장비는한번에처리하는웨이퍼의

매수에따라서싱글웨이퍼타입, 배치타입, 그리

고종말점측정및공정모니터링에관한기술로

분류하였다. 에칭대상물질은에칭하려는물질의

종류에따라서실리콘및폴리실리콘, 실리콘계

유전체, 금속계열, High-k 유전체및 S u p e r -

conductor, 화합물반도체및Ge, 폴리머-포토리

지스트및유기절연막으로분류하였다. [그림2 ]

는습식에칭기술의기술별특허출원(등록) 현황
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[그림 2] 습식 에칭기술의기술별특허출원(등록) 현황

[그림 3] 건식 에칭기술의기술별특허출원(등록) 현황[그림 1] 연도별세부기술별특허현황
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공정으로분류하였다. [그림3 ]은건식에칭기술

의기술별특허현황을나타낸다.

결론
반도체소자에새롭게사용되기시작하는신물

질을에칭하기위한장비및공정이필요할것으

로예상된다. [그림4 ]는Front End Process에서의

에칭기술전망을보여준다. 게이트산화막의경

우열산화에의한SiO2 박막은두께가1.3nm 이

하가되면터널링(tunneling) 현상에의해누설전

류(leakage current)가커지기때문에더이상사

용이 어렵다. 2006년이후 저 대기전력( l o w

stand-by power) 소자의게이트구조에는S i O2를

대신하여High-k 물질인H f O2등이게이트산화

막으로사용되고, 게이트전극역시2가지의고융

점금속으로대체될것으로예상되고있다.
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제공 특허기술평가팀

역사가생긴이래발명품으로가장많은돈을번것은철조망이었다.

이게무슨발명품이냐고생각하기쉽지만철조

망은미국의1 3세소년목동을세계제일의부자

로만들어놓은것이다.

소년목동조셉이가끔딴전을피우다보면양들

은울타리를넘어이웃의농장을망쳐놓았다. 그때

마다조셉은심한꾸중을들었다.

그러던어느날, 조셉은실로놀라운사실을발

견했다. 바로이것이조셉의운명을바꿔놓았다.

양들이장미넝쿨의울타리로는접근하지

않고듬성듬

성세운기둥에철사만둘러친울타리로만넘나

든다는사실이었다. 양들이장미넝쿨의가시를

무서워한다는것을알아낸조셉은대장간을

하는아버지의도움을받아철사군데군데가

시철사도막을넣어가면서새끼처럼꼬아울

타리에둘렀다.

바로기적이나타났다. 양은단한마리도철조

망을넘어가지못했다. 조셉부자는목장주인의

도움을받아즉시국내외에특허를출원하고공장

을세웠다. 이철조망이처음사용된곳은목장과

공장의울타리. 그러나제1차세계대전이터지자

세계각국에서국경선용으로쓰기위한주문이쇄

도해조셉부자는엄청난돈을벌수있

었다.

조셉이특허권의권리가끝날때까지

세계각국에서벌어들인돈은미국에서

만도이름난계리사1 1명이1년동안계산

해도모자랄거액이었다고한다.

이같은사례는수없이많다. 발명이란

것도실은별게아닌것같다.

조셉의철조망발명

발명이야기
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한국발명진흥회사업화지원팀팀장
왕연중記

[그림 4] Front End Process에서의에칭기술전망
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